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요약

화소마다 보조 용량을 형성한 액티브 매트릭스 구동 방식의 액정 표시 패널에서, 행마다 형성된 보조 용량선에 소정 

전위를 공급하기 위한 공통 보조 용량선에, 기생 용량 등을 통해 보조 용량선에 혼입된 노이즈를 흡수하여 보조 용량

선의 전압을 안정화시키기 위해 용량을 부가함으로써, 보조 용량선의 전압 변동을 저감시켜, 표시의 불균일이나 크로

스토크의 발생을 방지한다. 화소마다 형성된 보조 용량 Cs의 공통측을 형성하기 위해 행마다 형성된 보조 용량선(수

평 Cs 라인)(4)에 대하여 소정 전위(보조 용량선 전압 Vcs)를 공급하기 위한 공통 보조 용량선(수직 Cs 라인)(5)에, 

전압 안정화용의 용량 Ccs을 부가한다. 이 용량 Ccs은 공통 보조 용량선(수직 Cs 라인)(5)을 이용하여 형성한다. 이 

용량 Ccs은 MOS 구조로 형성하여도 된다.

대표도

도 1

색인어

표시 패널, 화소, 보조 용량, 액정 용량, 축적 용량, 대향 전극

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 패널의 등가 회로도.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 액정 표시 패널의 등가 회로도.
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도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제1 실시예의 주요부 구조를 도시한 배선 배치 구성도.

도 4의 (a)는 화소 영역 부분(도 3의 A-A선)의 단면도이고, 도 4의 (b)는 공통 축적 용량선을 이용하여 형성한 용량

부(도 3의 B-B선)의 단면도.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제2 실시예의 주요부 구조를 도시한 배선 배치 구성도.

도 6의 (a)는 화소 영역 부분(도 5의 C-C선)의 단면도이고, 도 6의 (b)는 공통 축적 용량선을 이용하여 형성한 용량부

(도 5의 D-D선)의 단면도.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제3 실시예의 주요부 구조를 도시한 배치 배선도.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제3 실시예의 주요부 구조를 도시한 배치 배선도.

도 9는 종래의 액정 표시 패널의 등가 회로도.

도 10은 종래의 액정 표시 패널의 표시 화소의 등가 회로도.

도 11은 종래의 액정 표시 패널의 과제를 도시한 도면으로, 도 11의 (a)는 축적 용량선과 데이터 버스 라인(신호선)과

의 교차 부분에 형성된 기생 용량 Ck과 그 기생 용량 Ck을 통해 축적 용량선에 노이즈가 혼입되는 상태를 설명하는 

설명용의 등가 회로도이고, 도 11의 (b)는 데이터 버스 라인(신호선)의 신호 전압 변화의 일례를 도시한 도면.

도 12는 종래의 액정 표시 패널의 과제를 도시한 도면으로, 축적 용량선의 전압 변동이 최대가 되는 표시 패턴의 구체

예를 도시한 도면.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1, 21, 31, 51, 71, 81 : 액정 표시 패널

2, 2a∼2n, 32, 52 : 데이터 버스 라인(신호선)

3, 3a∼3i, 33, 53 : 게이트 버스 라인(주사선)

4, 4a∼4i, 34, 54 : 축적 용량선(수평 Cs  버스 라인)

5, 5L, 5R, 35, 55 : 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)

6 : 데이터 드라이버(신호선 구동 회로)

7 : 게이트 드라이버(주사선 구동 회로)

8, 36, 56 : TFT(박막 트랜지스터)

9, 37, 57 : 화소 전극(투명 전극)

10 : 대향 전극

11: 액정층

22a∼22n : 아날로그 스위치 회로

23L, 23R : 시프트 레지스터

24La∼24Li, 24Ra∼24Ri : 게이트 버스 라인 버퍼 회로

38, 58 : 데이터층
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39, 59 : 제1 층간막

40, 41, 60, 61, 90, 92 : 컨택트홀

42, 62 : 제2 층간막

43, 63 : 투명 유리 기판

44, 64a, 64b : 폴리실리콘층

45, 65a, 65b, 65c : 산화막

46 : Ccs 배선(게이트층)

47 : 수직 Ccs 배선

66 : Ccs 배선(폴리실리콘층)

67 : 수직 Ccs 배선(데이터층)

72 : 축적 용량 Cs의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(n-CH)

73 : 보조 용량 Ccs의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(p-CH)

82 : 축적 용량 Cs의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(p-CH)

83 : 보조 용량 Ccs의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(n-CH)

Ccs, CcsL, CcsR  : 공통 축적 용량선에 부가된 전압 안정화용의 보조 용량

Clc  : 액정 용량

Cs : 축적 용량

RC1∼RCm : 데이터 버스 라인 선택 제어 신호

SC : 수직 주사 신호

Vccs : 전압 안정화용의 보조 용량의 공통측 전극 전압

Vcom : 대향 전극 전압

Vcs : 축적 용량선 전압

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 각 화소에 축적 용량을 형성한 액티브 매트릭스 구동 방식의 액정 표시 패널에 관한 것이다.

도 9는 종래의 액정 표시 패널의 등가 회로도, 도 10은 종래의 액정 표시 패널의 1 표시 화소분의 등가 회로도이다. 

종래의 액정 표시 패널(101)은 일측의 투명 유리 기판(도시 생략)에, 복수의 데이터 버스 라인(신호선)(102)이 평행하
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게 형성되고, 이들에 대하여 절연막을 통해 복수의 게이트 버스 라인(주사선)(103)이 교차하여 형성되어 있다. 게이트

버스 라인(103)과 평행하게 각 축적 용량선(행마다의 축적 용량선)(104)이 배치되고, 이들 축적 용량선(104)의 일측 

단부에서 데이터 버스 라인(102)과 평행하게 공통 축적 용량선(105)이 배치되어 있다.

각 축적 용량선(104)은 각각 공통 축적 용량선(105)에 전기적으로 접속되어 있다. 축적 용량선 구동 회로(도시 생략)

로부터 공급되는 소정의 전위는, 공통 축적 용량선(105)을 통해 각 축적 용량선(104)으로 공급되도록 되어 있다.

각 데이터 버스 라인(102)과 각 게이트 버스 라인(103)에 의해 구획되는 영역에 각 화소가 형성된다. 일측의 투명 유

리 기판(도시 생략) 상에서 각 화소가 형성된 표시 영역의 주변 영역에, 각 데이터 버스 라인(102)을 구동하는 각 데이

터 드라이버(신호선 구동 회로)(106) 및 각 게이트 버스 라인(103)을 구동하는 각 게이트 드라이버(주사선 구동 회로

)(107)가 형성되어 있다.

도 10에 도시한 바와 같이, 데이터 버스 라인(102)과 게이트 버스 라인(103)과의 교점 근방에 박막 트랜지스터(이하 

TFT라 함)(108)가 형성되어 있다. TFT(108)의 드레인 전극(D)은 데이터 버스 라인(102)에 접속되고, TFT(108)의 

게이트 전극(G)은 게이트 버스 라인(103)에 접속되며, TFT(108)의 소스 전극(S)은 화소 전극(109)에 접속되어 있다.

화소 전극(109)과 대향 전극(110)과의 사이에는 액정층(111)이 협지되고, 액정 용량 Clc이 형성되어 있다. 또한, 화

소 전극(109)에 병렬로 축적 용량 Cs이 접속되어 있다. 이 축적 용량 Cs은 화소 전극(109)과 축적 용량선(104)과의 

사이에 형성되어 있다. 대향 전극(110)은 타측의 투명 유리 기판(도시 생략)에 형성되어 있다. 그리고, 이 대향 전극(1

10)에는 대향 전극 전압 Vcom이 공급된다.

종래의 액티브 매트릭스 구동 방식의 액정 표시 패널은, 복수의 게이트 버스 라인(103)의 하나를 선택하고, 선택된 게

이트 버스 라인(103)에 접속된 TFT(108)가 온 상태가 되도록 주사 신호가 인가된 상태에서, 각 데이터 버스 라인(신

호선)(102)에 신호 전압을 각각 공급함으로써, 선택된 행의 각 액정 용량 Clc에 각 화소의 신호 전압을 공급한다. 액

정 용량 Clc은 그 용량이 작기 때문에 신호 전압의 보존 특성이 불충분하다. 그래서, 액정 용량 Clc에 병렬로 축적 용

량 Cs을 접속하여, 1 수직 기간 내에 걸쳐 화소 전극에 기입된 전압이 변동하지 않도록 하고 있다. 이에 따라, 1 수직 

기간 내에 휘도가 변화하지 않도록 하여, 소위 플리커(flickering) 등이 발생하는 것을 방지하고 있다.

또한, 게이트 버스 라인(103)이 온 상태(TFT의 게이트 임계값 전압 이상의 전압)로부터 오프 상태(TFT의 게이트 임

계값 전압 이하의 전압)으로 변화하였을 때, TFT(108)의 게이트-소스 간의 기생 용량(Cgs)이나 게이트 버스 라인(1

03)과 화소 전극(109)과의 사이의 기생 용량(Cgp)에 의해, 화소 전극(액정 용량)(109)에 충전된 전위가 변동하여, 패

널 내부의 휘도의 불균일이나 플리커 등의 원인이 되는 경우가 있다. 이것에 대해서도 축적 용량 Cs을 형성함으로써 

그 영향을 저감시킬 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

도 11은 종래의 액정 표시 패널의 과제를 도시한 도면으로, 도 11의 (a)는 축적 용량선(104)과 데이터 버스 라인(102

)과의 교차 부분에 형성된 기생 용량 Ck과 그 기생 용량 Ck을 통해 축적 용량선(104)에 노이즈가 혼입된 상태를 설명

하는 설명용의 등가 회로도이고, 도 11의 (b)는 데이터 버스 라인(102)의 신호 전압 변화의 일례를 도시한 도면이다. 

도 12는 축적 용량선의 전압 변동이 최대가 되는 표시 패턴의 구체예를 도시한 도면이다.

도 11에 도시한 바와 같이, 축적 용량선(104)은 데이터 버스 라인(102)과 직교하도록 배치되어 있기 때문에, 축적 용

량선(104)과 데이터 버스 라인(102)과의 교차 부분에 기생 용량 Ck이 형성된다. 이 때문에 데이터 버스 라인(102)의 

전압 변화가 기생 용량 Ck을 통해 축적 용량선(104)으로 전달된다. 이 결과, 축적 용량선(104)에 노이즈가 혼입되게 

되어, 축적 용량선(104)의 전압이 변동한다. 축적 용량선(104)의 전압이 변동함으로써 화소 전극(109)의 전압이 변동

하여, 표시의 불균일이 생긴다.

또한, 도 11에는 도시되어 있지 않지만, TFT(108)를 통해 화소 전극(109)에 공급되는 신호 전압의 변화에 의해서도,

상기와 마찬가지로 축적 용량선(104)의 전압이 변동하여, 표시의 불균일이 생기는 경우가 있다.

특히, 도 12에 도시한 바와 같이, 각 화소마다「명(明)」과「암(暗)」이 교대로 반복되는 것(소위 바둑판 무늬)을 표

시할 때에, 축적 용량선(104)의 전압 변동이 커져, 표시의 불균일이나 크로스토크가 현저하게 된다.

도 11의 (a)에 도시한 바와 같이, 각 데이터 드라이버(신호선 구동 회로)(106)가 정극성의 신호와 부극성의 신호를 교

대로 공급하는 구성에서, 도 12에 도시한 바둑판 무늬의 표시를 행하는 경우에는, 도 11의 (b)에 도시한 바와 같이, 각

데이터 버스 라인(102)의 전압 변화 방향이 전부 동일하게 되기 때문에, 각 기생 용량 Ck을 통해 축적 용량선(104)에

혼입되는 노이즈가 전부 동위상으로 되어, 축적 용량선(104)의 전압 변동이 최대로 된다.
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본 발명은 이러한 과제를 해결하기 위해 이루어진 것으로, 축적 용량선의 전압 변동을 저감시켜, 표시 품질의 열화를 

방지할 수 있는 액정 표시 패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적은, 기판 상에 매트릭스 형상으로 배치된 화소 영역과, 상기 화소 영역에 형성된 축적 용량과, 복수의 상기 

축적 용량에 접속된 축적 용량선과, 복수의 상기 축적 용량선에 소정의 전위를 공급하기 위한 공통 축적 용량선과, 상

기 공통 축적 용량선에 접속된 보조 용량을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널에 의해 달성된다.

상기 본 발명의 액정 표시 패널에서, 상기 보조 용량은 상기 공통 축적 용량선을 이용하여 형성되어 있는 것을 특징으

로 한다. 상기 본 발명의 액정 표시 패널에서, 상기 축적 용량 및 상기 보조 용량은 MOS 구조로 형성되어 있는 것을 

특징으로 한다.

상기 본 발명의 액정 표시 패널에서, 상기 축적 용량은 n-MOS 구조로 형성되고, 상기 보조 용량은 p-MOS 구조로 형

성되어 있는 것을 특징으로 한다. 상기 본 발명의 액정 표시 패널에서, 상기 축적 용량은 p-MOS 구조로 형성되며, 상

기 보조 용량은 n-MOS 구조로 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 따른 액정 표시 패널은, 축적 용량선에 소정의 전위를 공급하기 위한 공통 축적 용량선에 전압 안정화용의 

보조 용량을 추가하였기 때문에, 데이터 버스 라인과 축적 용량선과의 교차 부분에서의 기생 용량을 통해 축적 용량

선에 혼 입된 노이즈를 전압 안정화용의 보조 용량에 의해 흡수할 수 있다. 또한, 화소 전극에 공급되는 신호 전압의 

변화에 따라 축적 용량선의 전압이 변동했을 때에도, 그 전압 변동을 전압 안정화용의 보조 용량에 의해 흡수할 수 있

다. 이에 따라, 축적 용량선의 전압 변동이 억제되기 때문에, 표시의 불균일이나 횡방향 크로스토크의 발생을 방지할 

수 있어, 양호한 표시 품질을 얻을 수 있다.

또, 화소의 축적 용량을 MOS 구조로 형성하는 경우에는, 공통 축적 용량선에 추가하는 전압 안정화용의 보조 용량도 

MOS 구조로 함으로써, 전압 안정화용의 보조 용량을 보다 크게 할 수가 있어, 축적 용량선의 전압 변동을 효과적으로

억제할 수 있다. 또한, 화소의 축적 용량을 n-MOS 구조로 한 경우에는 전압 안정화용의 보조 용량을 p-MOS 구조로 

하고, 화소의 축적 용량을 p-MOS 구조로 한 경우에는 전압 안정화용의 용량을 n-MOS 구조로 함으로써, 공통 축적 

용량선에 공급하는 전압을 게이트 버스 라인의 오프 전압 또는 온 전압으로 할 수 있다. 이에 따라, 새로운 전압을 공

급할 필요가 없어져, 회로 구성 및 액정 표시 패널의 구조를 간략화할 수 있다.

<실시예>

이하 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 패널에 대하여 도 1 내지 도 8을 참조하여 설명한다. 도 1은 본 실시예에 따른 

액정 표시 패널의 등가 회로도이다. 본 실시예에 따른 액정 표시 패널(1)은, 일측의 투명 유리 기판(도시 생략) 상에, 

평행하게 배열되는 복수의 데이터 버스 라인(신호선)(2)과, 이들에 절연막(도시 생 략)을 통해 교차하는 복수의 게이

트 버스 라인(주사선)(3)이 형성되어 있다. 게이트 버스 라인(3)과 평행하게 복수의 축적 용량선(행마다의 축적 용량

선: 수평 축적 용량선)(4)이 형성되고, 또한 각 축적 용량선(4)의 일측 단부에 데이터 버스 라인(2)과 평행하게 공통 

축적 용량선(5)이 형성되어 있다. 각 축적 용량선(행마다의 축적 용량선)(4)은 각각 공통 축적 용량선(5)과 전기적으

로 접속되어 있다. 그리고, 축적 용량선 구동 회로(도시 생략)로부터 공급되는 소정의 전위(축적 용량선 전압 Vcs)를, 

공통 축적 용량선(수직 축적 용량선)(5)을 통해 각 축적 용량선(행마다의 축적 용량선: 수평 축적 용량선)(4)에 공급하

도록 되어 있다.

각 데이터 버스 라인(2)과 각 게이트 버스 라인(3)에 의해 구획되는 각 영역에 각 화소가 각각 형성되어 있다. 일측의 

투명 유리 기판(도시 생략) 상에서 각 화소가 형성된 표시 영역의 주변 영역에, 각 데이터 버스 라인(2)을 구동하는 각

데이터 드라이버(신호선 구동 회로)(6) 및 각 게이트 버스 라인(3)을 구동하는 각 게이트 드라이버(주사선 구동 회로)(

7)가 형성되어 있다.

그리고, 데이터 버스 라인(2)과 게이트 버스 라인(3)과의 교점 위치 근방에 박막 트랜지스터(TFT)(8)가 형성되어 있

다. TFT(8)의 드레인 전극(D)은 데이터 버스 라인(2)에 접속되고, TFT(8)의 게이트 전극(G)은 게이트 버스 라인(3)

에 접속되며, TFT(8)의 소스 전극(S)은 화소 전극(9)에 접속되어 있다. 화소 전극(9)과 대향 전극(10)과의 사이에는 

액정층(11)이 협지되고, 이에 따라 액정 용량 Clc이 형성되어 있다. 또한, 화소 전극(9)에 병렬로 축적 용량 Cs이 접

속되어 있다. 이 축적 용량 Cs은 화소 전극(9)과 축적 용량선(4)과의 사이에 형성되어 있다. 대향 전극(10)은 타측의 

투명 유리 기판(도시 생략)에 형성되어 있다. 이 대향 전극(10)에는 대향 전극 전압 Vcom이 공급되도록 되어 있다.



공개특허 특2003-0060052

- 6 -

또한, 본 실시예에 따른 액정 표시 패널(1)은, 공통 축적 용량선(수직 축적 용량선)(5)에 전압 안정화용의 보조 용량 C

cs이 접속되어 있다. 이 전압 안정화용의 보조 용량 Ccs은 각 행의 수평 축적 용량선마다 대응하여 형성되어 있다. 이

전압 안정화용의 보조 용량 Ccs의 타단(공통측)에는 소정의 전위(전압 안정화용 보조 용량의 공통측 전극 전압: Vcc

s)가 공급된다. 상기한 소정의 전위(전압 안정화용 보조 용량의 공통측 전극 전압: Vccs)로서는, 접지 전위나 축적 용

량선 전압 Vcs보다도 예를 들면 3V 정도 높은 전위를 이용할 수 있다. 전압 안정화용의 보조 용량 Ccs의 용량값은, 1

행분의 축적 용량 Cs의 합계 용량값 이상으로 하는 것이 바람직하다. 또, 전압 안정화용의 보조 용량 Ccs의 용량값을

크게 하면 전압 안정화용의 보조 용량 Ccs을 형성하기 위해 넓은 영역이 필요하게 되므로, 전압 안정화용의 보조 용

량 Ccs의 용량값은 1 행분의 축적 용량 Cs의 합계 용량값보다도 적게 하여도 된다.

본 실시예에 따른 액정 표시 패널(1)은, 공통 축적 용량선(5)에 전압 안정화용의 보조 용량 Ccs을 접속하는 구성으로 

하였기 때문에, 각 축적 용량선(4)에 혼입된 노이즈를 흡수할 수 있어, 각 축적 용량선(4)의 전압을 안정화할 수 있다. 

각 축적 용량선(4)의 전압을 안정화함으로써, 화소 전극(9)의 전압 변동을 작게 할 수 있어, 결과적으로 표시 영역에

서의 횡방향의 크로스토크의 발생을 방지할 수 있다.

도 2는 본 실시예에 따른 다른 액정 표시 패널의 등가 회로도이다. 도 2에 도시한 액정 표시 패널(21)은 저온 폴리실

리콘 제조 프로세스에 의해 제작된 것으로, 도면 내의 점선으로 둘러싸인 부분 중 대향 전극(10)을 제외한 구성이, 일

측의 투명 유리 기판(도시 생략) 상에 형성되어 있다. 이 액정 표시 패널(21)은, 일측의 투명 유리 기판(도시 생략)에, 

절연막을 통해 교차 형상으로 형성된 일조의 복수의 데이터 버스 라인(2a∼2n) 및 복수의 게이트 버스 라인(3a∼3i)

을 갖고 있다. 또한, 게이트 버스 라인(3a∼3i)과 평행하게 각 축적 용량선(행마다의 축적 용량선: 수평 축적 용량선)(

4a∼4i)이 형성되고, 또한 각 축적 용량선(4a∼4i)의 좌우측 단부에 데이터 버스 라인(2a∼2n)과 평행하게 공통 축적 

용량선(5L, 5R)이 각각 형성되어 있다.

각 축적 용량선(행마다의 축적 용량선: 수평 축적 용량선)(4)은 각 공통 축적 용량선(5L, 5R)에 각각 전기적으로 접속

되어 있다. 그리고, 축적 용량선 구동 회로(도시 생략)로부터 공급되는 소정의 전위(축적 용량선 전압 Vcs)가, 좌우의 

공통 축적 용량선(수직 축적 용량선)(5L, 5R)을 통해 각 축적 용량선(행마다의 축적 용량선: 수평 축적 용량선)(4a∼4

i)으로 공급되도록 되어 있다. 각 공통 축적 용량선(수직 축적 용량선)(5L, 5R)에는, 전압 안정화용의 보조 용량 CcsL,

CcsR이 각각 접속되어 있다. 이들 전압 안정화용의 보조 용량 CcsL, CcsR은, 각 축적 용량선(4a∼4i)에 행마다 대응

하여 형성되어 있다.

각 데이터 버스 라인(2a∼2n)과 각 게이트 버스 라인(3a∼3i)에 의해 구획되는 각 영역에 각 화소가 형성되어 있다. 

일측의 투명 유리 기판(도시 생략) 상에 서 각 화소가 형성된 표시 영역의 주변의 예를 들면 상측의 영역에, 데이터 버

스 라인(2a∼2n)의 총 수와 동일한 수의 아날로그 스위치 회로(SW)(22a∼22n)가 형성되어 있다. 또한, 상기 표시 영

역의 주변의 좌우의 영역에 한쌍의 시프트 레지스터(23L, 23R) 및 게이트 버스 라인(3a∼3i)의 총 수와 동일한 수의 

게이트 버스 라인 버퍼 회로(24La∼24Li, 24Ra∼24Ri)가 각각 형성되어 있다.

액정 표시 패널(21)의 외주부에 형성된 데이터 구동 회로 영역에는, 제1 및 제2 데이터 드라이버(신호선 구동 회로)(6

a, 6b)가 형성되고, 각 데이터 드라이버(6a, 6b)으로부터 출력되는 계조 전압을 공급하는 데이터 버스 라인(2a∼2n)

의 선택을 제어하는 데이터 버스 라인 선택 제어 신호 RC1∼RCm를 생성 및 출력하는 데이터 버스 라인 선택 제어 회

로(도시 생략)가 형성되어 있다.

제1 데이터 드라이버(6a)로부터 출력된 계조 전압은, 홀수번째의 아날로그 스위치 회로(22a, …, 22n-1)의 입력 단자

로 각각 공급된다. 제2 데이터 드라이버(6b)로부터 출력된 계조 전압은, 짝수번째의 아날로그 스위치 회로(22b, …, 2

2n)의 입력 단자로 각각 공급된다. 제1 아날로그 스위치 회로(22a)의 출력 단자는 제1 데이터 버스 라인(2a)에 접속

되고, 이하 마찬가지로 제2, …, 제n-1, 제n번째의 아날로그 스위치 회로(22b, …, 22n-1, 22n)의 출력 단자는 제2, 

…, 제n-1, 제n번째의 데이터 버스 라인(2b, …, 2n-1, 2n)에 각각 접속된다. 제1 데이터 버스 라인 선택 제어 신호 R

C1는, 제1 및 제2 아날로그 스위치 회로(22a, 22b)의 스위칭 제어 단자에 각각 공급된다. 이하 마찬가지로 제m번째(

m=n/2)의 데이터 버스 라인 선택 제어 신호 RCm는 제n-1번째 및 제n번째의 아날로그 스위치 회 로(22n-1, 22n)의 

스위칭 제어 단자에 각각 공급된다.

따라서, 제1 데이터 버스 라인 선택 제어 신호 RC1가 공급되면, 제1 및 제2 아날로그 스위치 회로(22a, 22b)가 각각 

도통 상태로 되어, 제1 데이터 드라이버(6a)로부터 출력된 계조 전압은 제1번째의 데이터 버스 라인(2a)으로 공급되

고, 제2 데이터 드라이버(6b)로부터 출력된 계조 전압은 제2번째의 데이터 버스 라인(2b)으로 공급된다. 이하 마찬가

지로 제m번째의 데이터 버스 라인 선택 제어 신호 RCm가 공급되면, 제n-1번째 및 제n번째의 아날로그 스위치 회로(

22n-1, 22n)가 각각 도통 상태로 되어, 제1 데이터 드라이버(6a)로부터 출력된 계조 전압은 제n-1번째의 데이터 버

스 라인(2n-1)으로 공급되고, 제2 데이터 드라이버(6b)로부터 출력된 계조 전압은 제n번째의 데이터 버스 라인(2n)

으로 공급된다.

이와 같이, 각 데이터 드라이버(6a, 6b)와 각 데이터 버스 라인(2a∼2n)과의 사이에 아날로그 스위치 회로(22a∼22n
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)를 형성하고, 각 데이터 버스 라인(2a∼2n)에 대한 계조 전압의 공급을 시분할 방식으로 행하는 구성으로 함으로써, 

액정 표시 패널(21)과 액정 표시 패널(21)의 외부에 형성된 데이터 구동 회로 기판 등과의 사이의 신호선의 갯수를 저

감할 수 있다. 또, 도 2에서는 2개의 데이터 버스 라인에 대하여 동시에 계조 전압을 공급하는 구성을 도시하였지만, 

3 이상의 데이터 버스 라인에 대하여 동시에 계조 전압을 공급하는 구성으로 하여도 된다.

각 시프트 레지스터(24L, 24R)는 수직 주사 제어 신호 SC에 기초하여 수직 주사 신호(게이트 구동 신호)를 생성한다.

일측의 시프트 레지스터(24L)로부터 출력된 각 수직 주사 신호(게이트 구동 신호)는, 각 게이트 버퍼 회로(24La∼24

Li)를 통해 각 게이트 버스 라인(3a∼3i)에 각각 공급된다. 타측의 시프트 레지스터(24R)로부터 출력된 각 수직 주사 

신호(게이트 구동 신호)는, 각 게이트 버퍼 회로(24Ra∼24Ri)를 통해 각 게이트 버스 라인(3a∼3i)에 각각 공급된다. 

1개의 게이트 버스 라인(3)에 대하여 그 좌우 양단측으로부터 주사 신호를 공급함으로써, 수평 방향(횡방향)의 화소 

수가 많아 게이트 버스 라인 길이가 길어지는 대형의 액정 표시 패널에서도 주사 신호의 파형의 둔화를 저감시킬 수 

있다.

또한, 각 데이터 버스 라인(2)과 각 게이트 버스 라인(3)에 의해 구획되는 각 영역에는, 각 화소가 각각 형성되어 있지

만, 각 화소부의 구성은 도 1에 도시한 액정 표시 장치(1)와 동일하며, 박막 트랜지스터(TFT)(8)와 액정 용량 Clc과 

축적 용량 Cs을 형성하고 있다.

도 2에 도시한 액정 표시 패널(21)에는, 각 공통 축적 용량선(수직 축적 용량선)(5L, 5R)에 복수의 전압 안정화용의 

보조 용량 CcsL, CcsR이 각각 접속되어 있다. 이들 전압 안정화용의 보조 용량 CcsL, CcsR은 각 행의 수평 축적 용

량선마다 대응하여 형성되어 있다. 이들 전압 안정화용의 보조 용량 CcsL, CcsR의 타단(공통측)에는 소정의 전위(전

압 안정화용 보조 용량의 공통측 전극 전압: Vccs)가 공급되도록 되어 있다. 상기한 소정의 전위(전압 안정화용 보조 

용량의 공통측 전극 전압: Vccs)로서는, 접지 전위나 축적 용량선 전압 Vcs보다도 예를 들면 3V 정도 높은 전위를 이

용할 수 있다.

도 2에 도시한 액정 표시 패널(21)은, 좌우의 공통 축적 용량선(5L, 5R)에 전압 안정화용의 보조 용량 CcsL, CcsR을 

각각 접속하는 구조로 하였기 때문에, 전 압 안정화용의 보조 용량 CcsL, CcsR의 용량값은, 1 행분의 축적 용량 Cs의

합계 용량값의 1/2 이상으로 하는 것이 바람직하다. 또, 전압 안정화용의 보조 용량 CcsL, CcsR의 용량값을 크게 하

면 전압 안정화용의 보조 용량 CcsL, CcsR을 형성하기 위해 넓은 영역이 필요하게 되기 때문에, 전압 안정화용의 보

조 용량 CcsL, CcsR의 용량값은 1 행분의 축적 용량 Cs의 합계 용량값의 1/2보다 적게 하여도 된다.

도 2에 도시한 본 실시예에 따른 다른 액정 표시 패널(21)은, 각 공통 축적 용량선(5L, 5R)에 전압 안정화용의 보조 

용량 CcsL, CcsR을 각각 접속하는 구성으로 하였기 때문에, 각 축적 용량선(4a∼4i)에 혼입된 노이즈를 흡수할 수 있

어, 각 축적 용량선(4a∼4i)의 전압을 안정화할 수 있다. 각 축적 용량선(4a∼4i)의 전압을 안정화함으로써, 화소 전극

(9)의 전압 변동을 작게 할 수 있어, 결과적으로 횡방향의 크로스토크의 발생을 방지할 수 있다.

도 3은 본 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제1 실시예의 주요부 구조를 도시한 배선 배치 구성도이고, 도 4의 (a)는 

화소 영역 부분(도 3의 A-A선)의 단면도이며, 도 4의 (b)는 공통 축적 용량선을 이용하여 형성한 용량부(도 3의 B-B

선)의 단면도이다.

도 3에 도시한 바와 같이 제1 실시예에 따른 액정 표시 패널(31)은, 투명 유리 기판 상에 평행하게 배치되는 복수의 

게이트 버스 라인(33)이 형성되고, 이들과 절연막(도시 생략)을 통해 교차하여 복수의 데이터 버스 라인(32)이 형성

되어 있다. 또한, 게이트 버스 라인(33)에 평행하게 복수의 축적 용량선(수평 Cs 버스 라 인)(34)이 배치되고, 또한 데

이터 버스 라인(32)에 평행하게 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(35)이 배치되어 있다.

게이트 버스 라인(33)과 데이터 버스 라인(32)과의 교점 근방 위치에 TFT(36)가 배치되어 있다. 게이트 버스 라인(3

3)과 데이터 버스 라인(32)에 의해 구획된 영역에 화소 전극(투명 전극)(37)이 배치되어 있다. TFT(36)의 드레인 전

극은 데이터 버스 라인(32)에 접속되고, TFT(36)의 소스 전극은 데이터층(38)에 접속되며, 이 데이터층(38)을 통해 

화소 전극(투명 전극)(37)에 접속되어 있다. 데이터층(38)은 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(34)에 대향하는 위치까

지 연장되어 형성되어 있으며, 도 4의 (a)에 도시한 바와 같이, 제1 층간막(39)을 통해 축적 용량선(수평 Cs 버스 라

인)(34)과 데이터층(38)이 대향 배치됨으로써, 각 화소마다의 축적 용량 Cs이 형성되어 있다. 도 3에서, 축적 용량 Cs

이 형성된 영역을 일점쇄선으로 나타낸다. 또, 일점쇄선으로 나타낸 축적 용량 Cs이 형성된 영역은, 특정한 1 화소에 

대해서만 도시하고 있다.

도 3에서, 제1 층간막(39)(도 4의 (a) 참조)에 형성된 컨택트홀(40)을 통해 폴리실리콘층(44)의 소스 영역과 TFT(36

)의 소스 전극이 접속되어 있다. 또한, 제2 층간막(42)(도 4의 (a) 참조)에 형성된 컨택트홀(41)을 통해 데이터층(38)

과 화소 전극(투명 전극)(37)이 접속되어 있다. 또한, 데이터 버스 라인(32) 하층까지 연장되어 형성된 폴리실리콘층(

44)은, 제1 층간막(39)에 형성된 컨택트홀(92)을 통해 데이터 버스 라인(32)에 접속되어 있다.
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도 4의 (a)에 도시한 바와 같이 화소 영역 부분은 다음과 같이 형성된다. 먼저, 투명 유리 기판(43) 상에 폴리실리콘층

(44)을 형성한다. 다음에, 폴리실리콘층(44) 상에 산화막(45)을 형성한다. 다음에, 산화막(45) 상의 게이트 버스 라인

(게이트층)(33) 및 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(34)을 형성한다. 이어서, 게이트 버스 라인(게이트층)(33) 및 축적

용량선(수평 Cs 버스 라인)(34) 상에 제1 층간막(39)을 형성한다. 다음에, 폴리실리콘층(44) 상의 제1 층간막(39)을 

개구하여, 컨택트홀(40)을 형성한다. 다음에, 제1 층간막(39) 상에 데이터층(38) 및 TFT(36)의 소스 전극을 형성한

다. 데이터층(38)은 TFT(36)의 소스 전극으로부터 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(34)까지의 영역에 형성된다. 제1

층간막(39)을 통해 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(34)과 데이터층(38)이 대향 배치됨으로써 축적 용량 Cs이 형성

된다. 이어서, 데이터층(38) 및 제1 층간막(39) 상에 제2 층간막(42)을 형성하고, 데이터층(38) 상의 제2 층간막(42)

을 개구하여 컨택트홀(41)을 형성한다. 다음에, 제2 층간막(42) 상에 화소 전극(투명 전극)(37)을 형성한다.

그리고, 대향 전극(도시 생략)을 형성한 투명 유리 기판(도시 생략)을 투명 유리 기판(43)에 대향 배치하고, 대향 전극

(도시 생략)을 형성한 투명 유리 기판(도시 생략)과 화소 전극(투명 전극)(37) 및 제2 층간막(42)과의 사이에 액정을 

봉입함으로써 액정 표시부가 형성된다.

도 3에 도시한 바와 같이, 각 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(34)에 소정의 전위(Cs 전위)를 공급하기 위한 공통 축

적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(35)을 이용하여, 전압 안정화용의 보조 용량 Ccs이 각 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인

)(34)마다 형성된다.

도 4의 (b)에 도시한 바와 같이, 투명 유리 기판(43) 상에 보조 용량 Ccs의 일측 전극이 되는 Ccs 배선(게이트층)(46)

을 형성하고, 이 Ccs 배선(게이트층)(46) 상에 산화막(45)을 형성하고, 또한 산화막(45) 상에 공통 축적 용량선(수직 

Cs 버스 라인)(35)을 형성함으로써, 산화막(45)을 통해 Ccs 배선(게이트층)(46)과 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라

인)(35)이 대향 배치된 보조 용량 Ccs이 형성되어 있다. 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(35) 상에, 제1 층간막(

39)이 형성되어 있다. 제1 층간막(39) 상에, 보조 용량 Ccs의 일측 전극이 되는 Ccs 배선(게이트층)(46)에 소정의 전

위를 공급하기 위한 수직 Ccs 배선(데이터층)(47)이 형성되어 있다. 수직 Ccs 배선(47)은, 컨택트홀(90)을 통해 Ccs 

배선(46)에 접속되어 있다. 수직 Ccs 배선(47)은, 도 3에 도시한 바와 같이, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(35

)의 측방에 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(35)과 평행하게 배치되어 있다. 수직 Ccs 배선(47) 및 공통 축적 용

량선(수직 Cs 버스 라인)(35) 상에, 제2 층간막(42)이 형성되어 있다.

도 4의 (b)에 도시한 바와 같이, 제1 실시예에 따른 액정 표시 패널(31)은 투명 유리 기판(43) 상에 게이트층으로서 

보조 용량 Ccs의 공통측의 Ccs 배선(46)을 형성하고, 제1 층간막(39)을 매개로 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인

)(35)의 배선을 형성함으로써, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(35)에 부가된 보조 용량 Ccs을 형성할 수 있다. 

따라서, 액정 표시 패널을 제작하기 위한 공정 수를 늘리지 않고, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(35)에 보조 용

량 Ccs을 부가할 수 있다.

또, 보조 용량 Ccs의 용량값을 보다 크게 하기 위해서는, 수직 방향으로 배선한 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)

(35)의 폭을 굵게 하거나, 제1 층간막(39)의 막 두께를 얇게 함으로써 대응할 수 있다. 또한, 보조 용량 Ccs의 공통측

은 소정의 전위로 고정하는 것만으로 되므로, 예를 들면 게이트 버퍼의 전원이나 액정을 삽입한 대향 전극(공통 전극)

과 동일한 전압을 이용하도록 하여도 된다.

도 5는 본 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제2 실시예의 주요부 구조를 도시한 배선 배치 구성도이고, 도 6의 (a)는 

화소 영역 부분(도 5의 C-C선)의 단면도이며, 도 6의 (b)는 공통 축적 용량선을 이용하여 형성한 용량부(도 5의 D-D

선)의 단면도이다.

도 5에 도시한 바와 같이 제2 실시예에 따른 액정 표시 패널(51)은, 투명 유리 기판 상에 평행하게 배치되는 복수의 

게이트 버스 라인(53)이 형성되고, 이들과 절연막(도시 생략)을 통해 교차하여 복수의 데이터 버스 라인(52)이 형성

되어 있다. 또한, 게이트 버스 라인(53)에 평행하게 복수의 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(54)이 배치되고, 또한 데

이터 버스 라인(52)에 평행하게 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(55)이 배치되어 있다.

게이트 버스 라인(53)과 데이터 버스 라인(52)과의 교점 근방 위치에 TFT(56)가 배치되어 있다. TFT(56)의 드레인 

전극은 데이터 버스 라인(52)에 접속되고, TFT(56)의 소스 전극은 데이터층(58)에 접속되며, 이 데이터층(58)을 통

해 화소 전극(투명 전극)(57)에 접속되어 있다. 게이트 버스 라인(53)과 데이터 버스 라인(52)에 의해 구획된 영역에 

화소 전극(투명 전극)(57)이 배치되어 있다. 데이터층(58)은 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(54)의 근방까지 연장되

어 형성되어 있다.

도 6에서, 제1 층간막(59)(도 6의 (a) 참조)에 형성된 컨택트홀(60)을 통해 폴리실리콘층(64a)의 소스 영역과 TFT(5

6)의 소스 전극이 접속되어 있다. 또한, 제2 층간막(62)(도 6의 (a) 참조)에 형성된 컨택트홀(61)을 통해 데이터층(58)

과 화소 전극(투명 전극)(57)이 접속되어 있다. 또한, 데이터 버스 라인(52) 하층까지 연장되어 형성된 폴리실리콘층(

64)은, 제1 층간막(59)에 형성된 컨택트홀(92)을 통해 데이터 버스 라인(52)에 접속되어 있다.
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도 6의 (a)에 도시한 바와 같이 화소 영역 부분은 다음과 같이 형성된다. 먼저, 투명 유리 기판(63) 상에 TFT(56)의 

동작 반도체층이 되는 폴리실리콘층(64a) 및 축적 용량 Cs의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(64b)을 형성한다. 다음

에, 폴리실리콘층(64a, 64b) 상에 산화막(65a, 65b)을 형성하고, 산화막(65a) 상에 게이트 버스 라인(게이트층)(53)

을 형성하여 TFT(56)를 형성하며, 동시에, 산화막(65b) 상에 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(54)을 형성한다. 산화

막(65b)을 통해 폴리실리콘층(64b)과 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(54)이 대향 배치됨으로써 축적 용량 Cs이 형

성된다. 도 5에서, 축적 용량 Cs이 형성된 영역을 일점쇄선으로 나타낸다. 또, 일점쇄선으로 나타낸 축적 용량 Cs이 

형성된 영역은, 특정한 1 화소에 대해서만 도시하고 있다.

이어서, 도 6의 (a)에 도시한 바와 같이, 게이트 버스 라인(53) 및 축적 용 량선(54) 상에 제1 층간막(59)을 형성한다. 

다음에, 폴리실리콘층(64a) 상의 제1 층간막(59)을 개구하여, 컨택트홀(60)을 형성한다. 다음에, 제1 층간막(59) 상

에 데이터층(58)을 형성한다. 데이터층(58)은 TFT(56)의 소스 전극으로부터 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(54)의 

근방까지의 영역에 형성한다. 이어서, 데이터층(58) 및 제1 층간막(59) 상에 제2 층간막(62)을 형성하고, 데이터층(5

8) 상의 제2 층간막(62)을 개구하여 컨택트홀(61)을 형성한다. 다음에, 제2 층간막(62) 상에 화소 전극(투명 전극)(57

)을 형성한다.

그리고, 대향 전극(도시 생략)을 형성한 투명 유리 기판(도시 생략)을 투명 유리 기판(63)에 대향 배치하고, 대향 전극

(도시 생략)을 형성한 투명 유리 기판(도시 생략)과 화소 전극(투명 전극)(57) 및 제2 층간막(62) 사이에 액정을 봉입

함으로써 액정 표시부가 형성된다.

도 5에 도시한 바와 같이, 각 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)(24)에 소정의 전위(Cs 전위)를 공급하기 위한 공통 축

적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(55)을 이용하여, 전압 안정화용의 보조 용량 Ccs이 각 축적 용량선(수평 Cs 버스 라인

)(54)마다 형성된다.

도 6의 (b)에 도시한 바와 같이, 투명 유리 기판(63) 상에 보조 용량 Ccs의 일측 전극(공통 전극)이 되는 Ccs 배선(폴

리실리콘층)(66)을 형성하고, 이 Ccs 배선(폴리실리콘층)(66) 상에 산화막(65c)을 형성하고, 또한 산화막(65c) 상에 

공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(게이트층)(55)을 형성함으로써, 산화막(65c)을 통해 Ccs 배선(폴리실리콘층)(

66)과 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(55)이 대 향 배치된 보조 용량 Ccs이 형성되어 있다. 공통 축적 용량선(

수직 Cs 버스 라인)(55) 상에, 제1 층간막(59)이 형성되어 있다. 제1 층간막(59) 상에, 보조 용량 Ccs의 일측 전극(공

통 전극)이 되는 Ccs 배선(데이터층)(66)에 소정의 전위를 공급하기 위한 수직 Ccs 배선(데이터층)이 형성되어 있다.

수직 Ccs 배선(67)은, 컨택트홀(90)을 통해 Ccs 배선(66)에 접속되어 있다. 수직 Ccs 배선(데이터층)(67)은, 도 5에 

도시한 바와 같이, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(55)의 측방에 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(55)과 

평행하게 배치되어 있다. 수직 Ccs 배선(67) 및 공통 축적 용량선(55) 상에, 제2 층간막(62)이 형성되어 있다.

도 5 및 도 6의 (a), 도 6의 (b)에 도시한 바와 같이, 제2 실시예에 따른 액정 표시 패널(51)은, 화소의 축적 용량 Cs 

및 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(55)에 부가한 보조 용량 Ccs을 MOS 용량으로 형성한 것이다. 폴리실리콘층

(64b, 66)으로 MOS 용량을 형성함으로써, 제1 실시예에서 설명한 바와 같이 게이트층-층간막-데이터층으로 형성한

용량보다도 MOS 용량의 경우가 단위 면적당 용량을 크게 할 수 있다.

또, MOS 용량의 경우에는 폴리실리콘층과 게이트층 사이에 소정 전압 이상(3V 정도)의 전위차가 필요하게 되므로, 

n-MOS 구조의 용량을 형성했을 때에는 화소 전극의 최대 전압보다도 높은 전압을 인가할 필요가 있다. 또한, 공통 

축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(55)에 부가한 MOS 용량(Ccs)을 n-MOS 용량으로 형성했을 때에는, 축적 용량선(C

s 버스 라인)에 공급하는 전압(Vcs)보다도 더 높은 전압 이 필요해진다. 현 구성은 폴리실리콘 프로세스를 이용한 실

시예가지만, 단일 채널(n-MOS 또는 p-MOS)의 경우에는 이러한 구성으로 된다. 또한, 비정질 실리콘의 경우에는 n-

MOS만의 프로세스가 일반적이며 마찬가지라고 할 수 있다.

도 7은 본 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제3 실시예의 주요부 구조를 도시한 배치 배선도이다. 도 7에 도시한 액정

표시 패널(71)은, 화소의 축적 용량 Cs을 n-CH(n 채널)의 MOS 용량으로 형성하고, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 

라인)(67)에 부가하는 보조 용량 Ccs을 p-CH(p 채널)의 MOS 용량으로 형성한 것이다. 도 7에 도시한 액정 표시 패

널(71)의 배치 배선 구조는, 도 5에 도시한 액정 표시 패널(51)의 배치 배선 구조와 거의 유사하지만, 축적 용량 Cs의

일측 전극이 되는 폴리실리콘층(72)이 n-CH(n 채널)의 폴리실리콘으로 형성되고, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라

인)(67)에 부가하는 보조 용량 Ccs의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(73)이 p-CH(p 채널)의 폴리실리콘으로 형성된

다.

축적 용량 Cs을 n-MOS 구조로 하고, 축적 용량 Cs에 소정의 전압을 공급하기 위한 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 

라인)(67)에 부가하는 보조 용량 Ccs을 p-MOS 구조로 함으로써, 축적 용량 Cs의 타측의 전극을 형성하는 축적 용량

선(수평 Cs 버스 라인)(64)에 공급하는 축적 용량선 전압 Vcs은, 화소 전극의 최대 전압 +3V 정도로 할 수 있고, 공

통 축적 용량선(수직 Cs 버스 라인)(67)에 부가하는 보조 용량 Ccs의 공통측에 인가하는 전압 Vccs은, 축적 용량선 

전압 Vcs - 3V 정도로 할 수 있다. 따라서, 보조 용량 Ccs의 공통측에 인가하는 전압 Vccs으로서 게이트의 오프 전
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압 등을 이용할 수 있기 때문에, 게이트 버퍼의 전원 배선을 공용할 수 있어, 배선 영역을 작게 할 수 있다는 장점이 있

다.

도 8은 본 실시예에 따른 액정 표시 패널의 제3 실시예의 주요부 구조를 도시한 배치 배선도이다. 도 8에 도시한 액정

표시 패널(81)은, 화소의 축적 용량 Cs을 p-CH(p 채널)의 MOS 용량으로 형성하고, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 

라인)(67)에 부가하는 보조 용량 Ccs을 n-CH(n 채널)의 MOS 용량으로 형성한 것이다. 도 8에 도시한 액정 표시 패

널(81)의 배치 배선 구조는, 도 5에 도시한 액정 표시 패널(51)의 배치 배선 구조와 거의 다르지 않지만, 축적 용량 C

s의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(82)이 p-CH(p 채널)의 폴리실리콘으로 형성되고, 공통 축적 용량선(수직 Cs 버

스 라인)(67)에 부가하는 보조 용량 Ccs의 일측 전극이 되는 폴리실리콘층(83)이 n-CH(n 채널)의 폴리실리콘으로 

형성된다.

축적 용량 Cs을 p-MOS 구조로 하고, 축적 용량 Cs에 소정의 전압을 공급하기 위한 공통 축적 용량선(수직 Cs 버스 

라인)(67)에 부가하는 보조 용량 Ccs을 n-MOS 구조로 함으로써, 제3 실시예와 동일한 장점이 얻어진다.

축적 용량 Cs을 n-MOS 구조로 할지 p-MOS 구조로 할지, 또한 부가하는 보조 용량 Ccs을 p-MOS 구조로 할지 n-

MOS 구조로 할지의 선택은, 전원 배선 등의 레이아웃 구성에 의해 적절하게 결정할 수 있다.

그리고, 제1 내지 제4 실시예에 따른 액정 표시 패널(31, 51, 71, 81)을 이용하여 액정 표시 장치를 구성함으로써, 예

를 들면 도 14에 도시한 바와 같이 표시의 불균일이나 크로스토크가 현저해지기 쉬운 패턴을 표시하는 경우에서도, 

축적 용량선(수평 Cs 버스 라인)의 전압 변동을 억제하여, 표시의 불균일이나 크로스토 크가 발생하지 않는 고품질의

화상을 표시할 수 있다.

본 발명은, 상기 실시예에 한정되지 않으며 다양한 변형이 가능하다.

예를 들면, 상기 실시예에서는, TFT(8, 36, 56)의 동작 반도체층으로서 폴리실리콘층(44, 64a)를 이용하고 있지만, 

본 발명은 이것에 한정되지 않고, TFT(8, 36, 56)의 동작 반도체층으로서 비정질 실리콘층을 이용하여도 된다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 액정 표시 패널은, 각 화소마다 축적 용량을 형성한 액티브 매트릭스 구동 방

식의 액정 표시 패널에서, 각 행마다 형성된 축적 용량선에 대하여 소정의 전위를 공급하기 위한 공통 축적 용량선에 

전압 안정화용의 보조 용량을 추가하였기 때문에, 데이터 버스 라인과 축적 용량선과의 교차 부분에 생기는 기생 용

량을 통해 축적 용량선에 혼입된 노이즈를 전압 안정화용의 보조 용량에 의해 흡수할 수 있다. 또한, 화소 전극에 공급

되는 신호 전압의 변화에 따라 축적 용량선의 전압이 변동했을 때에도, 그 전압 변동을 전압 안정화용의 보조 용량에 

의해 흡수할 수 있다. 이에 따라, 축적 용량선의 전압 변동이 억제되기 때문에, 표시의 불균일이나 횡방향 크로스토크

의 발생을 방지할 수 있어, 양호한 표시 품질을 얻을 수 있다.

또, 화소의 축적 용량을 MOS 구조로 형성하는 경우에는, 공통 축적 용량선에 추가하는 전압 안정화용의 보조 용량도 

MOS 구조로 함으로써, 전압 안정화용의 보조 용량을 보다 크게 할 수가 있어, 축적 용량선의 전압 변동을 효과적으로

억제할 수 있다. 또한, 화소의 축적 용량을 n-MOS 구조로 한 경우에는 전압 안정화용의 보조 용량을 p-MOS 구조로 

하고, 화소의 축적 용량을 p-MOS 구조로 한 경우에는 전압 안정화용의 보조 용량을 n-MOS 구조로 함으로써, 공통 

축적 용량선에 공급하는 전압을 게이트 버스 라인의 오프 전압 또는 온 전압으로 할 수 있다. 이에 따라, 새로운 전압

을 공급할 필요가 없어져, 회로 구성 및 액정 표시 패널의 구조를 간략화할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판 상에 매트릭스 형상으로 배치된 화소 영역과,

상기 화소 영역에 형성된 복수의 축적 용량과,

상기 복수의 축적 용량에 접속된 복수의 축적 용량선과,

상기 복수의 축적 용량선에 소정의 전위를 공급하기 위한 공통 축적 용량선과,

상기 공통 축적 용량선에 접속된 보조 용량
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을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 보조 용량은 상기 공통 축적 용량선을 이용하여 형성된 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.

청구항 3.
제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 축적 용량 및 상기 보조 용량은 MOS 구조로 형성된 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.

청구항 4.
제3항에 있어서,

상기 축적 용량은 n-MOS 구조로 형성되고, 상기 보조 용량은 p-MOS 구조로 형성된 것을 특징으로 하는 액정 표시 

패널.

청구항 5.
제3항에 있어서,

상기 축적 용량은 p-MOS 구조로 형성되고, 상기 보조 용량은 n-MOS 구조로 형성된 것을 특징으로 하는 액정 표시 

패널.
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